
Si-Ge-Au��(�.
��!�#�
The annealing of Si-Ge-Au powders in strong gravitational field 
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TableñList of samples. 

Sample  composition ratio (mass%) 

S-1 (Si : Ge : Au ) = (90 : 0 : 10) 

S-2 (Si : Ge : Au ) = (45 : 45 : 10) 

S-3 (Si : Ge : Au ) = (0 : 90 : 10) 

S-4 (Si : Ge : Au ) = (36 : 38 : 26) 

S-5 (Si : Ge : Au ) = (0 : 82 : 18) 

S	6 (Si : Ge : Au ) = (42 : 43 : 15) 

Fig.1 High‐temperature  
� � ultracentrifuge system. 

Fig. 2 SEM photo of sample S-2. 
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